


 Информационный бюллетень

наноструктуры сверхпроводники фуллерены

http://perst.isssph.kiae.ru
[image: image2.png]



Том 10, выпуск 4








         28 февраля 2003 г.

В этом выпуске:
И далее ...




НАНОСТРУКТУРЫ

2
Микроскоп "вырезает" 
наноструктуры


Терагерцы на крутом повороте


Углеродный стабилизатор для квантовых точек Ge/Si


ФУЛЛЕРЕНЫ И НАНОТРУБКИ

3
Фотодесорбция газовых молекул - возможный способ очистки нано-трубных сенсоров


МИКРОТЕХНОЛОГИИ

4
Полимерные полевые транзисторы, выживающие в кипящей воде





МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

4
От отдельных дислокационных барьеров к упрочнению кристаллов





КВАНТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

5
Квантовая криптография 
на лазерных импульсах

CNOT на волновом пакете





ТОРЖЕСТВА

6
40 лет ИФТТ РАН





КОНКУРС

7
Дополнительный конкурс 
Минпромнауки РФ




7
КОНФЕРЕНЦИИ
















[image: image3.png]I
e

g
Sl '-“J,L,,'.'-




СВЕРХПРОВОДНИКИ

Магнит из ВТСП: свыше 17 Тл при 29 К !
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При низких температурах крупнозеренные образцы ВТСП системы “123” способны “захватывать” магнитные поля с индукцией несколько Тл и поэтому могут быть использованы в различных приложениях как постоянные магниты. Величина захваченного поля при этом пропорциональна критической плотности тока и объему образца. Однако широкомасштабному практическому применению таких магнитов препятствуют плохая теплопроводность и низкая прочность ВТСП материала, в результате чего магнит разваливается на кусочки под действием им же самим порожденного магнитного поля.

Существенно улучшить механические характеристики магнита из ВТСП YBa2Cu3O7 удалось японским специалистам (Superconductivity Research Laboratory и Railway Technical Research Institute). Они пропитали магнит эпоксидной смолой, которая проникала в образец через поверхностные щели и заполняла поры внутри него. Кроме того, образец, имевший форму диска диаметром 2.65см, опутали углеродными волокнами, а в его центре просверлили отверстие, которое заполнили сплавом Bi-Pb-Sn-Cd, вставив туда заодно алюминиевый провод. В результате, путем охлаждения магнита до T = 29К, удалось довести статическое захваченное поле до 17.24Тл без каких бы то ни было механических повреждений.

Nature, 2003, 421, p.517

НАНОСТРУКТУРЫ

Микроскоп “вырезает” наноструктуры
Локальное окисление (анодирование) поверхности, производимое острием атомно-силового или туннельного микроскопа, позволяет формировать различные наноструктуры. Сотрудники Solid State Physics Laboratory (Цюрих, Швейцария) сумели с помощью этого приема "вырезать" из двумерного газа в обычной гетероструктуре GaAs/AlGaAs квантовые нити, квантовые точки, а также одноэлектронный транзистор. Все объясняется тем, что электроны двумерного газа вытесняются из-под окисленной поверхности. 

Microelectronics Journal, 2002, 33, p.319

Терагерцы на крутом повороте
Терагерцовый диапазон частот штурмуется со всех сторон. К нему пробиваются и со стороны лазеров, понижая их частоту генерации, и со стороны микроэлектронных приборов, повышая их пороговую частоту. Уже намечен большой спрос на терагерцы в линиях связи. Кроме того, многие вещества проявляют сильное поглощение и дисперсию в этом диапазоне. Исследователи с нетерпением ждут такие источники для изучения живой ткани, например, для выяснения распределения белков и воды в ней. 
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В принципе, терагерцы (1ТГц соответствует длине волны 33см и энергии фотона 4мэВ) имеются и на "хвосте" спектрального распределения излучения черного тела. Однако термические источники дают очень маленькую спектральную плотность излучения в терагерцовом диапазоне, например, всего 1мкВт/см можно получить от тела, нагретого до 2000К. 
Более мощными источниками являются полупроводниковые ускорители. Электроны в них рождаются в результате межзонной генерации, вызванной лазерным импульсом. Затем они разгоняются в промежутке 100мкм, к которому приложено напряжение 100В. Ускорение электронов составляет а=1017м/с2. Пик спектральной плотности электромагнитного излучения попадает при этом как раз в терагерцы. Мощность излучения дается формулой Лармора P=(2сa2/3c3)(4, в которой ( означает отношение массы электрона к его массе покоя. Излучение оказывается опять слишком слабым. Однако, мощность можно значительно увеличить. 

Подсказку дает как раз формула Лармора. Для релятивистского электрона величина ( может быть весьма большой. Сотрудники "ускорительных" лабораторий США (Brookhaven National Laboratory, Lawrence Berkeley National Laboratory, Jefferson Laboratory) реализовали эту идею. В качестве источника был опять-таки взят полупроводник GaAs, из него электроны попадали в линейный ускоритель, в котором разгонялись до энергии 10МэВ. Далее в магнитном поле они заворачивались с радиусом орбиты 1м, что придавало им ускорение как раз а=1017м/с2. Величина релятивистского фактора (4 составляла 105, во столько же раз возросла мощность терагерцового излучения. Однако, уж больно громоздкий источник, в карман не положишь. Так что работы по созданию более компактных терагерцовых источников продолжаются.

В.Вьюрков

Nature, 2002, 420, p.153

Углеродный стабилизатор для квантовых точек Ge/Si

Одной из проблем, затрудняющих практическое использование квантовых точек в гетеросистеме Ge/Si(100), является легкость, с которой Ge нанокристаллы меняют свои размеры и форму при термообработке или в процессе заращивания их слоем кремния. Все это зачастую приводит к нежелательной модификации электронных и оптических параметров квантовых точек и стимулирует поиск путей улучшения ситуации. В работе [1], опубликованной японско-российско-немецкой группой исследователей, сообщается о влиянии субмонослойных количеств углерода на морфологические перестройки в системе квантовых точек Ge/Si.

Структуры выращивали методом молекулярной эпитаксии с использованием электронно-лучевых испарителей для Si и Ge. Для генерации пучка атомов углерода применяли эффузионную ячейку. Количество германия, высаженного на подложку, было одинаковым во всех образцах и составляло 6.4 монослоя. При температуре подложки 500(С это приводит к формированию плотного массива так называемых ‘hut’-кластеров, на «изготовление» которых тратится 2 монослоя Ge из шести имеющихся (4 других образуют сплошной псевдоморфный слой). Если теперь образец выдержать 10 минут при 550(С, то в системе нанокристаллов произойдет необратимая трансформация: характерные прямоугольные очертания ‘hut’-кластеров исчезают, вместо них наблюдаются более крупные пирамидальные островки, среди которых возникают большие (~ 100нм) полусферические образования, получившие название ‘dome’. Их можно получить и непосредственно при эпитаксии, если поднять температуру подложки до 580(С. 

Совсем другая картина наблюдается при нанесении углерода на поверхность с ‘hut’-кластерами. Углеродное покрытие в 0.15 монослоя полностью подавляет вышеописанную трансформацию при аналогичных отжигах. Даже 0.05 монослоя углерода блокирует переход ‘hut’(‘dome’ при термообработке и только скругляет форму нанокристаллов. По-видимому, атомы углерода предпочтительно адсорбируются в местах наибольшей концентрации механических напряжений, т.е. по периферии ‘hut’-кластеров, затрудняя тем самым перераспределение атомов Ge. Углерод также может препятствовать диффузии германия по поверхности нанокристаллов и сплошного «смачивающего» слоя, выступая в роли своеобразного стабилизатора. 

На это указывает другая серия экспериментов, описанных в [1]. Без углерода заращивание нанокристаллов Ge (типа ‘dome’) слоем Si приводит к тому, что исходно куполообразные кристаллы превращаются в дископодобные с плоской вершиной (100). Если же на поверхность с нанокристаллами до заращивания нанести углерод, то «замурованные» квантовые точки сохраняют свою трехмерность. Более того, изменяя "толщину" углеродного слоя, удается регулировать вертикальный размер кластеров: 10нм (без углеродного слоя), 13нм (0.05 монослоя С), 18нм (0.1 монослоя С), при латеральном размере ~90нм. Таким образом, углерод оказывается достаточно эффективным средством воздействия на процессы формирования квантовых точек в гетеросистеме Ge/Si.

С.Чикичев

1. J. Appl. Phys,2003, 93(1), pp.765-767

ФУЛЛЕРЕНЫ И НАНОТРУБКИ

Фотодесорбция газовых молекул - лучший способ очистки нанотрубных сенсоров 

Уже давно установлено, что электронные свойства углеродных нанотрубок (УНТ) в значительной степени определяются состоянием их поверхности. На воздухе при комнатной температуре поверхность УНТ охотно сорбирует молекулы О2, причем энергия сорбции (~0.25эВ) соответствует присоединению к молекуле примерно 0.1 электрона. Отсюда следует, что однослойные УНТ в присутствии атмосферного воздуха допируются, становясь полупроводниками р-типа. Отсюда возникает дополнительный механизм проводимости УНТ, приводящий к повышению их проводимости на несколько порядков величины, легко регулируемой фотодесорбцией молекулярного кислорода. 

Детальные исследования явления выполнены недавно группой сотрудников Стенфордского Университета, США, которые использовали УФ излучение (λ = 254 нм, интенсивность ~2мВт/см2, поток фотонов 2.5х1015/см 2 с). Образцы однослойных УНТ выращивали на подложке SiO2/Si методом химического осаждения в присутствии катализатора. При измерении электрических характеристик образцов индивидуальных УНТ напряжение смещения подавали на Si подложку, контакт которой с нанотрубкой формировали методом электроннолучевой литографии. 

Облучение нанотрубки светом на воздухе приводит к резкому снижению ее проводимости, которая медленно восстанавливается после прекращения облучения. Облучение в вакууме (10-8Торр) приводит к снижению проводимости УНТ на три порядка, причем прекращение облучения не приводит к восстановлению исходной проводимости. 

Эти результаты объясняют явлением фотодесорбции молекул кислорода с поверхности УНТ, приводящим к изменению всех ее электрических характеристик. В отсутствие УФ облучения нано-трубка с полевым электродом ведет себя на воздухе как типичный полевой транзистор р-типа - имеет конечную проводимость при нулевом напряжении на затворе и пониженную проводимость при больших положительных напряжениях на затворе. В случае фотодесорбции в вакууме УНТ ведет себя как полупроводник с собственной проводимостью с запрещенной зоной Eg ~ 0.6эВ, которая соответствует диаметру нанотрубки 1.5нм. 

Явление фотодесорбции исследовали и для пленок, состоящих из большого числа нанотрубок, обладающих как металлическими, так и полупроводниковыми свойствами. При этом наряду с О2 исследовали также фотодесорбцию молекул NO2 и NH3. Пленки выращивали на кварцевой подложке методом химического осаждения. Электродом служила тонкая биметаллическая пленка (Ti/Au=20/80), осажденная на пленку УНТ. При воздействии потоком Ar с примесью NO2 проводимость нанотрубчатой пленки резко возрастала за счет повышения концентрации дырочных носителей при сорбции NO2. Аналогичная ситуация возникала при сорбции молекул NH3 . Последующее УФ облучение в обоих случаях вызывало восстановление исходной проводимости за счет фотодесорбции.

Отмечена также зависимость характера фотодесорбции от длины волны излучения - снижение эффективности процесса с ростом длины волны. Так, сигнал фотодесорбции значителен при λ = 254нм (5.1эВ) и интенсивности 0.2мВт/см2 и едва различим при λ = 780нм (1.6эВ) даже при интенсивности 1.3Вт/см2. Поскольку частота фотона, вызывающего фотодесорбцию, далеко отстоит от полос поглощения сорбированных молекул, в качестве механизма фотодесорбции рассматривается процесс фотопоглощения, который приводит к образованию плазмонов на поверхности УНТ. Взаимодействие плазмонов с сорбированными молекулами вызывает их последующую десорбцию (по версии авторов статьи). Обработка экспериментальных результатов позволяет оценить сечение процесса для молекул кислорода σ ~ 1.4х10-17см2. Это на 1 – 2 порядка выше соответствующего значения для фотодесорбции молекул О2 с поверхности Pt и сопоставимо с аналогичной величиной для поверхности TiO2. 

Отмечается возможность использования описанных явлений фотодесорбции для быстрой очистки химических сенсоров на основе УНТ, а также для создания фотодетекторов и других оптоэлектронных устройств нанометровых размеров. 

А.В.Елецкий

Chen R.J. et al. Appl. Phys. Lett., 2001, 79, p.2258 

МИКРОТЕХНОЛОГИИ

Полимерные полевые 
транзисторы, выживающие в кипящей воде

Полимерные полупроводники, способные без деградации существовать в горячей воде, разработаны объединенными усилиями европейских ученых. 

Привлекательная идея пластиковой электроники до сих пор оставалась скорее многообещающим лозунгом, чем реальным конкурентом при изготовлении коммерческих продуктов, таких, как, например, дисплеи или тормозные сигнализаторы. Не в последнюю очередь это так было из-за заметной скорости деградации органических полупроводниковых материалов в воде или воздухе. Это не только сужает эксплуатационные возможности, но и затрудняет производство, а также уменьшает срок службы всех других компонентов, содержащих эти материалы. Конечно, можно пойти уже знакомым путем - поместить эти приборы в стеклянный баллон и откачать воздух, но в чем тогда будут заключаться хваленые преимущества пластиковой электроники?

И вот, наконец, группа из Кембриджского университета, которая когда-то разработала первый полимерный светодиод, объединив силы с коллегами из Цюриха (ETH), Гренобля (CNRS), Дельфтского и Айнховенского университетов в Голландии, нашла решение этой проблемы. Разработан композитный органическо-неорганический гибридный полимер, который устойчив к деградации даже в горячей воде. Это серьезная веха на пути развития пластиковой электроники.

Исследователи уже опубликовали способ приготовления материала и свойства волокон, пленок и даже полевых транзисторов, составленных из этого полупроводникового полимера. Как утверждается, их можно оставить на месяц на воздухе на свету, или, что уж совсем жестоко, забыть на ночь в кипящем чайнике, но они не перестанут работать. Более того, переключающая способность FET'ов (ON-OFF) после такой процедуры улучшается на порядок. 

Ключевое значение для живучести материала лежит в использовании органическо-неорганических гибридных материалов, вместо уже традиционных (каково!!) органических проводников. Эти материалы содержат платину в своем структурном скелете и созданы на базе зеленой соли Магнуса [Pt(NH3)4][PtCl4], синтезированной еще в начале девятнадцатого века. Для лучшей технологичности аммониевые группы соли в материале заменяют, например, на диметилоктиламин,. В целом, по словам исследователей, эти материалы весьма универсальны и технологически послушны. К тому же (и это несмотря на наличие платины) они дешевле обычных материалов полимерной электроники, таких, как PPV. 

М.Компан

1. Adv. Mater., 2003, 15, p.125-129

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

От отдельных дислокационных барьеров к упрочнению кристаллов при макропластическом течении

Пластическое деформирование подавляющего большинства кристаллов нуждается в постоянно растущей механической нагрузке. Это свойство, обеспечивающее стабильность пластического течения, называется упрочнением. Физическая природа упрочнения чаще всего связана с взаимодействием дислокаций – элементарных носителей пластической деформации. Пересечение отдельных дислокаций, на той стадии пластической деформации, когда их становится очень много в кристалле, часто приводит к образованию третьей дислокации. Эта дислокация является барьером для дальнейшего движения первых двух. Более того, она оказывается малоподвижной и требует значительного увеличения напряжений для разрушения барьера и дальнейшего развития локальной пластической деформации. Увеличение количества таких событий при больших степенях деформации кристалла ведет к росту механических напряжений, необходимых для дальнейшего деформирования образца.
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Лес дислокаций при упругом напряжении 2·10-3 
(согласно компьютерному моделированию 
динамики дислокаций).

Этот простой механизм позволяет предсказывать взаимосвязь между напряжением деформирования ( и плотностью дислокаций: (/E = Ab((, где E – упругая константа, b – вектор Бюргерса, А – коэффициент пропорциональности [1,2]. На подсчете величины А и сосредоточили свое внимание авторы статьи [3], поставившие целью объяснить экспериментально определенные величины А с помощью микроскопических представлений о пересечении дислокаций леса. Главное затруднение в этой задаче, которая не могла быть решена ранее (в отсутствие средств компьютерного моделирования), заключается в необходимости учета всех возможных конфигураций пересекающихся дислокаций. Именно от кристаллографических индексов плоскостей скольжения взаимодействующих дислокаций леса зависит этот коэффициент. Авторы [3] решают задачу для кубических гранецентрированных кристаллов в приближении вязкого режима скольжения дислокаций, рассматривая при этом барьеры Ломера. Исследование величины барьера от угла пересечения дислокаций показало, что имеются критические значения углов, при которых напряжения отрыва дислокаций возрастают значительно. При этом на фазовой диаграмме существует несколько областей углов пересечения дислокаций, при которых сопротивление их движению наибольшее. Часть из этих областей не учитывалась ранее, что не позволяло правильно вычислять коэффициент А.

Полученные в результате моделирования зависимости плотности дислокаций леса от механических напряжений хорошо согласуются с экспериментальными данными для меди, алюминия и серебра. При этом удается получать объемные распределения дислокаций леса в объеме кристалла (см. рисунок). Правда, выбранные диапазоны деформаций (до 0.2%) и плотностей дислокаций (до 106см-2) не очень близки к обычно изучаемым ситуациям пластического течения кристаллов.

Таким образом, разработанный авторами метод моделирования позволяет находить эффективные решения проблемы усреднения широкого спектра дислокационных взаимодействий в процессе пластической деформации. Это, по их мнению, открывает новые пути для установления взаимосвязи между элементарными актами взаимодействия дислокаций в разных плоскостях скольжения и макропластическими свойствами материалов. 

Необходимо отметить, что найденные решения авторы относят только к упругому взаимодействию дислокаций. В то же время, целый ряд экспериментальных фактов свидетельствует о том, что макропластические свойства исследуемых кристаллов могут зависеть и от других факторов, таких как химические реакции между дислокациями и точечными дефектами (см., например, обзор [4]). Кроме того, в общем случае вычисление средней длины дислокационного сегмента, зависящей, по мнению авторов, только от плотности дислокаций, нуждается в рассмотрении взаимодействия дислокаций с точечными дефектами (атомами примеси, преципитатами). Поэтому, практическое применение полученных результатов к реальным, используемым в промышленности металлам требует дальнейшего совершенствования модели.

1. J.P.Hirth and J.Lothe, Theory of dislocations (McGraw-Hill), New York, 1982

2. Acta Metall., 1960, 8, p.841

3. Phys. Rev. Lett., 2002, 89, p.25508-1
4. Mat. Sci. Eng., 2000, A287, p.248

КВАНТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

Квантовая криптография на лазерных 
импульсах

Квантовая криптография основана на необычной способности квантовых объектов “охранять” закодированную в них информацию. Любое несанкционированное вмешательство в процесс передачи данных по квантовой сети приводит к неизбежному нарушению сигнала и выявлению факта подслушивания. До настоящего времени экспериментальная демонстрация квантовых криптографических схем была основана преимущественно на использовании единичных фотонов. Но один фотон – вещь очень хрупкая и деликатная как для передачи, так и для измерения. Нельзя ли использовать для нужд квантовой криптографии более интенсивные световые импульсы?

Оказывается, можно! Это убедительно показано в работе французских (CNRS) и бельгийских (Ecole Polytechnique) ученых, которые разработали и реализовали протокол передачи секретного криптографического ключа, используя модулированные когерентные состояния (лазерные импульсы), состоящие из нескольких сот фотонов. При этом информация кодируется не в дискретные (как в случае одного фотона), а в непрерывные величины, а именно – в две взаимно перпендикулярные компоненты электрического поля, которые удовлетворяют соотношению неопределенностей и не могут быть измерены одновременно. Важно, что секретность сохраняется даже при наличии помех на линии. Скорость передачи ключа составила 1.7Мбит/с в канале без шума, и 75кбит/с - в канале с затуханием 3.1дБ. 

Nature, 2003, 421, p.238

CNOT на волновом пакете

Как известно, двухкубитная квантовая логическая операция CNOT в сочетании с операцией вращения кубитов позволяет создать универсальный квантовый компьютер. Ученые из NIST, Time and Frequency Division, Ion Storage Group (США) для проведения операции CNOT "скрестили" поступательное движение иона с вращательным движением электрона (ноги с хвостом). 

В качестве одного кубита были выбраны два наинизших состояния поступательного движения иона в ловушке. В качестве второго кубита были использованы два сверхтонких состояния электрона, отвечающие разному направлению спина. Управление состояниями производили с помощью лазерных импульсов. Считывание результата осуществляли по измерению заселенности состояний многих ионов (макроскопическое считывание). Волновая природа иона (то что он является волновым пакетом, а не точечной частицей) оказалась существенной. В последнем случае воздействие лазерного импульса на оба пространственных соcтояния иона в ловушке было бы одинаковым. Различие в матричных элементах возникает из-за разных длин волн иона в этих состояниях.

Авторы акцентируют внимание на одном важном отличии их подхода от прежних похожих, на первый взгляд, экспериментов - взаимодействие кубитов не носило резонансный характер. Общее утверждение состоит в том, что использование резонансных взаимодействий в квантовом компьютере очень рискованно. Ясно, что резонанс очень легко нарушается различными внешними воздействиями. 

Phys .Rev. Lett., 2002, 89, p.267901
ТОРЖЕСТВА

В канун 40-летия ИФТТ РАН - вопрос от ПерсТ'а академику Ю.А.Осипьяну

Какие исследования, проводимые Вами и сотрудниками ИФТТ, наиболее близки Вам?

Я пришел работать в ИФТТ в 60-х годах с твердым намерением заниматься дислокациями. Но так же было ясно, что в основе своей дислокационная теория (влияние дислокаций на пластическую деформацию, взаимодействие дислокаций друг с другом и с примесями кристаллической решетки) была сделана. Интуитивно я чувствовал, что есть белое пятно - взаимодействие дислокаций с электронами, влияют ли электроны на движение дислокаций. Необходимо было изменить состояние электронов, не трогая самой кристаллической решетки и самих дислокаций. Подходящий объект для этого - полупроводниковый кристалл (например, CdS), в котором под действием света рождаются фотоэлектроны. Мы облучили кристалл светом, сгенерировав там фотоэлектроны, и стали изучать пластическую деформацию в нем при включенном и выключенном освещении. Предварительно мы научились деформировать этот кристалл с очень малой скоростью, так чтобы можно было видеть все элементы деформации. И, как только мы включили свет, у нас произошел скачок напряжения - так называемый фотопластический эффект, который теперь изучают в школе.

Фотопластический эффект мы наблюдали вместе с Ириной Борисовной Савченко, затем детали эффекта вместе с Виктором Федоровичем Петренко. В частности, обнаружили инфракрасное гашение фотопластического дефекта, когда эффект, сформированный облучением светом с одной длиной волны, гасится при ИК облучении. 

Далее оказалось, что при движении дислокации "тащат" за собой заряд, возникает так называемый дислокационный ток. Так, при деформировании кристалла на его обкладках возникает разность потенциалов и, если замкнуть внешнюю цепь, то в ней потечет ток. 

В результате наших экспериментов возникла целая большая научная область - взаимодействие дислокаций с электрическими зарядами внутри кристалла. Эта область в основном связана с моим именем. 

Витас Антонович Гражулис долго занимался изучением электронного парамагнитного резонанса на дислокациях и спинзависящих явлений при рекомбинации электронов на дислокации. Потом, эти исследования подхватил Виталий Владимирович Кведер, который первым наблюдал резонанс Рашбы в полупроводниках в электрическом поле. Эти экспериментальные наблюдения связаны, в основном, с именем Кведера.

Мне хотелось отметить работы Владимира Львовича Броудэ по физике экситонов. Из его лаборатории потом выделился Владислав Борисович Тимофеев, который занимался эффектами, связанными с системами экситонов очень большой плотности и превращениями в этих системах, а в последствие эффектами малой размерности - квантовым эффектом Холла, наблюдая этот эффект в оптике. Его работы успешно продолжают Владимир Дмитриевич Кулаковский и Игорь Владимирович Кукушкин. Кукушкин довольно много времени провел в Штутгарте, в лаборатории проф. Клитцинга (первооткрывателя квантового эффекта Холла). Я однажды слышал такую шутку - "Кто такой Кукушкин? Кукушкин это тот человек, который научил Клитцинга оптике". Эти исследования являются несомненным вкладом нашего института в физику.

Много сделано группой, изучающей низкотемпературное поведение электронов в металлах. Это, во первых, работы Всеволода Феликсовича Гантмахера, а затем Валерия Тимофеевича Долгополова и Валерия Степановича Цоя. 

Я специально хотел бы отметить исследования Евгения Генриховича Понятовского по фазовым превращениям под давлением. Понятовскому принадлежит важный основополагающий результат в физике фазовых превращений. Он нашел в твердом теле критическую точку - аналог критической точки перехода "жидкость-пар". Он наблюдал фазовые превращения, которые происходят без изменения симметрии и структуры, но с изменением удельного объема - решетка переходит "сама в себя" только другого удельного объема. 

Из технологических разработок - исключительно интересная по выращиванию профилированных кристаллов (сапфира, рубина), широко вошедшая в практику. Наш институт до сих пор - законодатель мод в этой области. Начал эти работы Виталий Антонович Татарченков, а успешно продолжает до сих пор Владимир Алексеевич Бородин. 

Интересны также исследования и разработки нашего института по металлургии и металлообработке чистых монокристаллов тугоплавких металлов. Начало им положил Чеслав Васильевич Копецкий, продолжили Вадим Георгиевич Глебовский, Михаил Иванович Карпов. Оригинальные и интересные результаты по прокатке монокристаллов вольфрама и молибдена получила Людмила Николаевна Пронина. Эти работы были отмечены двумя Государственными премиями. 

Немало интересного сделали и наши "структурщики" - Вениамин Шоломович Шехтман и Эрнест Витальевич Суворов. Суворов, одним из первых в России, начал исследования по элементам рентгеновской оптики, которые получили сейчас широкое применение, в частности, в связи с актуальностью синхротронных источников. 

Хотел бы отметить большое влияние на культуру эксперимента в нашем институте Юрия Васильевича Шарвина (ИФП РАН), из школы которого вышли многие наши сотрудники, а также Владимира Львовича Инденбома (ИКАН), близко взаимодействующего с сотрудниками ИФТТ и щедро дарившего свои бесконечные оригинальные идеи, особенно по проблемам, связанным с дислокациями и рентгеновской оптикой. 

КОНКУРС

Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации извещает о проведении дополнительных открытых конкурсов на право заключения государственного контракта на проведение исследований и разработок в рамках блока "Ориентированные фундаментальные исследования" ФЦНТП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники" на 2002-2006 годы (раздел «Фундаментальные исследования в области физических наук"). Срок окончания приема заявок на участие в конкурсе - 26 марта 2003 года (до 15.00)
Новые темы конкурсных заданий дополнительного конкурса объявлены по Направлениям: 

1. Астрономия.
2. Физика частиц.
3. Физика излучений.
4. Конденсированные среды.
5. Механика.
6. Фемтосекундная лазерная физика.
7. Биофотоника.
Среди конкурсных заданий для читателей ПерсТ'а представляют интерес следующие новые задания по разделу "Разработка научных основ физического материаловедения и развитие новых методов исследования конструкционных и сверхпроводящих материалов и структур, синтезируемых в экстремальных условиях ("Конденсированные среды")", в частности, направления "Сверхпроводимость":

1. Экспериментальные и теоретические исследования по созданию физиче​ских основ новой элементной базы сверхпроводниковой электроники.

2. Сверхпроводимость мезоскопических и сильно коррелированных систем.

3. Теоретические и экспериментальные исследования механизмов высокотемпературной сверхпроводимости с целью направленного поиска новых материалов с высокими критическими параметрами.
Комплект конкурсной документации опубликован на сайте Минпромнауки России в сети Интернет по адресу: http://www.mpnt.gov.ru
КОНФЕРЕНЦИИ

Октябрь 2003 (4 дня). Тольятти. XV Международная конференция по физике прочности и пластичности материалов.

Контакт:

Тольяттинский Государственный университет Минобразования РФ 

тел. (8482) 29-66-51; факс (8482) 22-95-22

e-mail: yasn@infopac.ru
Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН

тел. (812)- 47-93-12

е-mail: vladimir.betekhtin@pop.ioffe.rssi.ru
Научный совет РАН по физике конденсированных сред

тел. (095) 132-75-47, 135-23-01

27-31 октября 2003. Санкт-Петербург. VI Конференция по физике полупроводников.

Контакт:

Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН

тел. (812)247-23-75

факс: (812) 247-10-17

Октябрь 2003 (4 дня). Екатеринбург. V Уральская региональная школа-семинар молодых ученых металловедов.

Контакты:

Уральский ГТУ Минобразования РФ

тел. (3432) 74-59-64

E-mail: tom@dialup.ustu.ru
Институт физики металлов УрО РАН 

тел. (3432) 74-42-04; факс: (3432) 74-52-44

E-mail: phym@imp.uran.ru
Научный совет РАН по физике конденсированных сред

тел.(095) 132-75-47, 135-23-01

22-24 октября 2003. Санкт-Петербург. Совещание «Выращивание кристаллических изделий способом Степанова, пластичность и прочность кристаллов».

Контакт:

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН

тел. (812) 247-93-07

факс: (812) 247-89-24

Октябрь-ноябрь 2003 (5 дней). Москва. IV Конференция по применению рентгеновских, синхротронных излучений, нейтронов и электронов для исследования материалов (РСНЭ-2003).

Контакты:

Институт кристаллографии РАН

тел. (095) 135-65-41; факс: (095) 135-10-11

Научный совет РАН по физике конденсированных сред

тел. (095) 132-75-47, 135-23-01
Ноябрь 2003 (3 дня). Казань. Школа молодых ученых «Актуальные проблемы магнитного резонанса и его приложения».

Контакт:

Казанский ФТИ им. Е.К. Завойского; КазНЦ РАН

тел. (8432) 76-05-03; факс: (8432) 76-50-75

Ноябрь 2003 (3 дня). Москва. VIII Конференция «Аморфные прецизионные сплавы».

Контакты:

ЦНИИЧермет им. И.П.Бардина Минпромнауки РФ

тел./факс: (095) 777-93-50

e-mail: glezer@imph.msk.ru
Институт физики твердого тела РАН

тел. (095) 993-27-55

Научный совет РАН по физике конденсированных сред

тел. (095) 132-75-47, 135-23-01

Ноябрь 2003 (5 дней). Москва. Международная конференция «Межфазная релаксация в полиматериалах (Полиматериалы-2003)».

Контакты:

МГИРЭА Минобразования РФ 

тел. (095) 433-00-44; факс: (095) 434-86-65

e-mail: rector@mirea.ru
Институт физики твердого тела РАН

тел. (095) 993-27-55

Научный совет РАН по физике конденсированных сред

тел. (095) 132-75-47, 135-23-01

Ноябрь 2003 (3 дня). Москва. Школа-конференция «Электрическая релаксация и электретный эффект в диэлектриках».

Контакты:

МГИРЭА (технический университет) Минобразования РФ

тел. (095) 433-00-44, факс: (095) 434-86-65

e-mail: rector@mirea.ru
Институт физики твердого тела РАН

тел. (095) 993-27-55

Научный совет РАН по физике конденсированных сред

тел.(095) 132-75-47, 135-23-01

Ноябрь-декабрь 2003 (7 дней). Свердловская обл., д/о «Энергетик». IV Молодежный семинар по проблемам физики конденсированного состояния вещества (электронные свойства твердых тел, нелинейные явления в магнитоупорядоченных средах, низкотемпературная физика твердого тела).

Контакт:

Институт физики металлов УрО РАН

тел. (3432) 49-93-65; факс: (3432) 74-52-44

e-mail: gudin@imp.uran.ru
Декабрь 2003 (3 дня). Ижевск. ХIХ Научная школа-семинар «Рентгеновские и электронные спектры и химическая связь».

Контакт:

Физико-технический институт УрО РАН

тел.: (3412) 43-03-02; факс: (3412) 25-06-14
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Рис. Сравнение между когерентным ТГц излучением, генерируемым ТГц источником, управляемым обычным 80МГЦ лазером (a) и релятивистским источником, использующим линейный ускоритель (b)
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